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Silikon Alagimli (Diffuse i) GU¢ Tronssistorleri

Son yillarda translstorler elektronik Mii-
hendisleri tarafindan siiratle gelistirlmislerdir.
Bunlar1 yeni sahalara .. uygulayarak devrelerin
glic tasima kapasitelerinde o6nemli bir azalma
mimkiin kilinmistir. Yazar ylksek giicli tran-
sistor calismasi icin esas istekleri ve yapima et-
ki eden faktorleri agiklamaktadir.

Bu yazinin basghigi gilicten bahseden bir Mii-
hendisi on, yiliz kilowatt degerlerini aklina getir-
meye sevkedebilir. Baslangicta gilic transistoru
terimi sadece kollektor irtibatinda 100 MW. lik
bir sarfiyati olan devre icin uygulanabilir. Ra-
kamin 1 W.,a eristigi 6 veya 7 sene evvel bu
gercekten bir giic olarak gozoniine alindi. Fa-
kat bilgi ve teknik ilerlemekte ve buglin orta
ve yuksek glic transistorleri onlar, hatta yiiz-
lerce watlik kollektér kayiplari Igin elverisli ol-
maktadir.

Bu yazi kisaca yiiksek glic calismasi igin is-
tekleri aciklamakta ve transistor yapisina etki
eden faktorleri de ele almaktadir.

Sekil 1 bir n-p-n transistorunun kesitini gos-
termektedir.. Bu baz olarak bilinen, biri emitor
digeri kollektor olan iki n tipi tabaka arasina
yerlestirilmis cok ince bir p. tabakasindan iba-
rettir. Emitér bag baglantisina dogru yonde ge-
rilim uygulanirsa elektronlar emitérden baz ta-
bakasina sokulur. iyi yapilmis bir transistorde
belki de bu elektronlarin % 98'i baz tabakasin-
dan ters baglanmis kolektore  gececekler ve
kollektor veya cikis akimint meydana getirecek-
lerdir. Kollektore erisemiyen elektronlar baz ta-
bakasindaki deliklerle birlesecekler ve baz aki-
mini meydana getireceklerdir.

i a5
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Ceviren
S. Taner ABIBUBNU
E. K. L

Sayet dig devre, emitor giris ve cikis igin
normal olacak sekilde tertiplenirse baza giris
akimi kollektor devresindeki ¢ikis akiminin kii-
cliik bir kesri olacak ve devre akimi kazancim
gosterecektir. Daha ileri olarak emitér baglan-
tist dogru veya diisiik empedans yoOniinde yapi-
lirsa ve kollektdér de ters veya yiliksek empe*

dand yoniinde baglanirsa ek olarak voltaj ka-
zancina sahiboluruz.

Yapim Esaslari:

Yiiksek gili¢ ¢ikist icin transistor yiiksek kol-
lektor voltajinda ve yiiksek kollektor akiminda
calisacak sekilde yapilmalidir. Sayet yiliksek giic
cikisiyla birlikte yiiksek gilic kazanci istenirse
transistor yuksek bir akim kazancina, dusuk
bir baz rezistansina sahip olmalidir. Dahili gii¢
kayiplari, bircok transistor tipinde kollektor
baglantisiyla seri olan, irtibat (built-in) rezistan-
sin da da meydana gelir ve bu rezistans miim-
kiin oldugu kadar kiiciik tutulmalidir. Bu esasla-
ra ilave olarak bircok uygulamalar igin yiiksek
frekans bolgesi istenir. Transistorun c¢ikis giic
degeri sadece onun elektriki ozelliklerine degil
fakat termik karakteristiklerine de baghidir. Ve
bunlar imalétta gézoniine alinmalidir.

Termik Karakteristikler :

Termik degerler asagidaki faktorlere baghdir :

a) Maksimum calisma baglantt  sicakligi,
Tj, Bu, yari iletkenin karakterine baghidir ve
miimkiin- oldugu kadar yiiksek tutulmalidir.

b) Kollektor baglantis1 ve bakir diigmenin
normal dis ylzii arasindaki termik rezistans -i.
Bu transistorun yapisina baghdir ve miimkiin
oldugu kadar kiiciik tutulmalidir.

c) Bakir diigme ve c¢evre arasindaki termik
rezistans Oh. Bu, serit (fin) buyiikligiine, tut-
turma metoduna v.s.'ye baghdir.

d) Cevre sicakligt Ta.

Acik olarak, termik ozelliklerin sadece ilk iki-
si transistorun Kkarakteristikleridir ve elektriki

karakteristiklere bagli olarak, onu belirtmek icin
kullanilmalidir.

icerde sarf edilen maksimum gii¢ 1 denkle-
miyle' verilir :
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Tb sieakligidfr, Sayet bu normal oda sicakligi
25 'Cdu alinirsa, *Sonsuz 1s1 dismesi* denilen
degere erbjJrla, 6rnegin, asagida anlatiinn tran-
Otstfir I¢in DU rakam takriben Ljll W Air. Fu](nL
bu Lir devre Miihendisi Icin normal olarak kabul
edlletulyeeek bir yari olan su sogutmacinin lil-
zumlu oldugu onlanuna gelir. Pratikte transis-
tor; bakir diizine algakliginin cevre sicakligin-
dan yiiltsek plaoagi ve I denkleminle 2 denklem]
yt-klinde yazilmaui icabedecegi bir serit tabaka
lizerine yerjuigtirilr.

Tj - T.
121
6 H-h,

Tlblk bir serit icin bu, musaadfi edilir sarfi-
yatt ideal durumun takriben 1/l Unu dusiirtr,

Statiilite sartlart sinirlart arttirir. Ve gerili-
minde: ve. la kollektdr akiminda caksun bir tran-
sistor flayet irtibat aicaklignt AT kadar arttirilir-
mm dahili aarfiYnUakl arLtrm

(1
o v, NCLEL e 1" (3) e verlir,
{ ]'

Sicaklifnn gevreye akinign deger lse
aT
i dir. (4)
i = dy
Lol
Stabilite igin L r ‘f'\‘ il Voya Ve oo
= . dl
l
< (3) dn
5| -+ G i
dT,
terinnd eans olarak  kollektor Irtibatt si-

d I

cakbkla doyurma olunu Ico'in degisikligine bag-
lidir. Bu yilizden denkiein (5) ozel bir baglanti
alcakliginda maksimum c¢aligma voltajim sinirlar
veya emin bir sekilde kullanilacak baglanti VO
cevre termik rezistanslari arasinda bir maki'L-
mum deger tnyin udeblllr.

Silikon, g-ermanyumdan daha yiikaek bir ener-
ji acikligina sahip Ur, Ciinkii- bu silikon devreler
jjermanyunidan yapilanlara nazaran daha yliksek
caiigabl lirler. Denklem
2'den verilen bir kapBiilieme ve sogutma eiatend

baglant1 sicaldiklarinda

icin silikon transitliklerin germanyum traneis-
torlorden daha yiikaek bir gilg sarfiyatinda cali-
sS*C'iik bir cevrede

sabilecegi, calisirlten en
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azindan Z// gibi bir avantaja aahib oldugu ye
cevre artartm dalu 1riiila artacagir aidainlir.

Klektrikl kttjn&toristlhlor #

Akim kazanui :

TranalHtiiriin = akimi kazanci asagidaki denk'

n

Jemdekl uaiLilde y p va ,* faktdrlerinin bir sunu-
cu olabil ir-

er = t>. P- a* <0)

Dogru emiter baklantisindak! akini hor iki
yiiivi gonderilen tastyicihirin azinligindan ibaret-
tir ve aadeee einllorden buza sokiilenler kolluk-
tur alumi olarak siirtinebilir.  BntltSr vnrlml
emltorden cikan azinlik azinlik akinimin toplam
akinima oranidir,

1
1+ ob w iT)
o, L,

Burada W ; baz genisligi

L* : E mi tiirdeki azinlik tastyicilara uifuryycn
uzunlugu.

Ob ™ Gt © o~ Gltor bolgelerinin ilet-
kenlikleri ; Eniitor ve baz. iletkenlikleri oram
miimkiin oldugu kadar yiikaek olmalidir. Pratik-
te bu, miirukttu elan en yiliksek eniktir iletken]igi
demektir.

Baza sokulan azinbk lasiyieilurmm bazim
tekrardan bir araya gelmeye (rotombination)
kaybolacaklar ve baz akimi olarak siirilneceklor-
dir. Kollektore eriyen azinlik tasiyicilart akimi-
ruu cmitori. terkcdenlere orani tasima (Trans-
port) faktorii olarak bilinir ve ynltlusik olarak

wi
1 — (S) denklcmiyle verilir.
2D,

D : Diflizyon Sabiti
-T : Baz BOlgeuinde azinlik tasiyicilarin {iiririi.

Bu denklem kacak gjmudy onlar in yii/1"Jrdcn
meydana gelen herlianglblr alan etkinini ve yii-
xey rekembiua“you etkilerini Ume] eder. Bu
denklemde dikkat edilecek nokta “jnlti artan dI-
liizyon sabitiyle artmasidir,

o* KoLektBr ¢ogaltma (uultlpllcatiDn) fakto-
ri iki bilesene ealiiptir : biri yiiksek kollektbr
voltajlarinda c¢ogaltma etkilerini gonUniinfl alan,
dlgcerl yiilesek kollektor altt mi arinda zararli ola-
bilen farkli cogaltma etkisi. Bu kollektor baglan-
tis1 anlatilirken ~'6ziiniine abnacaklir,

Sekil 3 enitifr akiminm  fonkaiyonU olarak
akim kazancinin degismesini gostermektedir.
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Abrn bozone:

Srm for akimi  Ig

Sekil: 2

Baslangicta kazanc dik bir sekilde yiikselir.
Bu, emitor akimi arttirildiginda zit isaretli tasi-
yicilarin yiki notralize etmek maksadiyla baz
bolgesine tasinmalarindandir. Bodylece kollektore
sokulan tastyicilarin akisina  yardim eden bir
elektrik alani tretilir.

Bu, diflizyon sabitini arttirir; ayrica emitoriin
etrafindaki yiizey rekombinasyonu azaltilir ve
her iki tasima faktoriinde bir artmayi sagliyarak
akim kazancimnda ylikselmeye sebep olur.

Baz bolgesindeki sokulmus tasiyici sayisi da-
ha fazla artarsa yiik notralizasyonunu temin igin
cogunluk tastyicilarin devamli  girisinden dolay1
bagka bir etki baslar.

Bunlar baz boélgesinde derhal iletkenligi azalt-
ma etkisine sahiptir ki bu da gosterildigi gibi
emitOr verimini azaltir ve devrenin toplam akim
kazanci diismeye baslar. Bu diisiis kazang fayda-
siz olacak bir degere veya diisme degeri ¢ok yiik-
sek olana, kadar devam eder. Bu durumda kot
bir dalga distorsiyonu meydana gelir. Bu yilizden
transistoru emitor akim yogunlugu cok yiiksek
olmiyacak sekilde yapmak liizumludur ve bu emi-
tor sahasini acgik olarak kararlastirir.

Baz bolgesindeki tasiyicilarin  difizyonu su

qnD
»denklemle verilir. ] =—(9)
W
J = Emitoér akimi yogunlugu
q = Elektronik yik.
n = Baz bolgesinin emitor tarafinda, sokulan

azinlik tasiyicilarin konsantrasyonu.

Buradan; Emitor baz baglantisinda bazdaki tasi-
yict yogunlugu, sayet daha Ince baz tabakalari
kullanilirsa, verilen bir akim icin daha az ola-
caktir sonucu cikar.

Baz genisligi azaltildiginda disiik akim ka-
znnnimin artmasi yiksek  kollektor akimlarina
dogru kayarak ve azalma daha diisiik olacaktir.

'

Daha ileri olarak, denklem 7 ve 8'den emitdr
vtrimIElu genel seviyesi ve tasima faktodrii yiik-
sele celi boylece toplam akim kazanci daha ylk-
sik bir degere ulasacaktir. Bu esaslardan dar
*= genisliklerinin istendigi sonuca ¢ikarilir.
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Emitor alani 6zel kaideleri gozlemeksizin art-
tmlmiyabilir. 5 A'lik bir kollektor akiminda ca-
lisan bir transistor 250 mA'lik veya daha fazla
bir baz akimina sahip olabilir ve voltaj gradyani
baz tabakasinda bulunur. Sonug¢ olarak emitor
baglantisindaki dogru durum (forward bias) emi-
tor ylizeyinde degisecek ve emitor akimi sekil 1
de gosterildigi gibi kenarlara dogru toplanacak-
tir. Bu; simdi konustugumuz, emitoér veriminde
bir azalmayla birlikte yliksek lokalize olmus
akimlara isaret eder.

Bu zorluk emitéri dar bir ¢ubuk seklinde
yapmak ve baz kontagini, onun uzun kenarlarinin
her iki yanina paralel olarak yerlestirmekle ye-
nilir. Alternatif olarak, her iki yanma baz kontak

halkasi1 konmus dar bir halka seklinde yapilabi-
lir.

Voltaj degeri:

Miimkiin olan en yiiksek kollektor volta] de-
geri icin calismada cesitli zit Istekler bulunmak-
tadir. once delinme (punchthrough) olay1 g6z6-
nline alinmalidir. Sekil 1'de noktali ¢izgilerle gos-
terilmis kollektor tiiketin (Depletion) tabakasi-
nin genisligi kollektor voltajiyle artar ve tabaka
baz bolgesine dogru genisleyip emitore eristigin-
de, emitor kollektor kisa devresini meydana ge-
tirir. Bu etki resersibildir. Fakat kollektor vol-
tajinin Ust sinirinda olabilir.

C1g§ cogalmasi once soyledigimiz ‘*nln yliksek
voltaj bilesenidir. Kollektor baglantisi arasinda-
ki voltaj arttiginda carpigma vasitaslyle tasiyici-
lar elektron-dellk ciftlerini meydana getirmek
icin tiketim tabakasinda uygun enerji kazanir ve
cogaltma lIslemi tamamlanir. Bu, gazlardaki
Tewnsend desarjina benzer. Kollektor akimi am-
perllk bir denklemle verilen bir M faktortiiyle car-
pilir.

VB = Kollektdr Irtibatinin asagi biikiilme (bre-
akdown) voltaj1
y. = Upygulanan kollektor voltaji.
1
M = . (10)

Cfff

Kollektor voltajiyle normal baz akim kazan-
cinin degisimi denklem 11 ve 12 ile verilmektedir.

o <= ¥, p ¢ogaltma etkileri olmaksizin , de-
geri.

l-k)
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Tagima faktorii p kollektor voltajiyle artabilir.
Ciinkt eff. baz genisligi, kollektor tiiketim taba-
kas1 genislediginde daralacak ve. rekambinas-
yonla daha az tasiyicilar kaybolacaktir. .Enjeksi-
yon verimi y da azalan baz genisligiyle denklem
(7)'de gosterildigi gibi artacaktir.

a' = : (13)

= (14)
] —«w M

Alisilmis emitor akim kazanci sii denklemlerle
(13 - 14) verilir. Acik olarak, gortlir ki denklem
(14) de a, M = 1 oldugunda ," sonsuz ve tran-
sistor normal emitdor baglantisinda instabil olur.
Bu sebepten a, M daima birden kii¢iik olmalidir.
Bu sart maksimum calisma kollektor voltajina
bir iist sinir eklemektedir. Bu voltaj baglanti
asagi biikiilme voltajindan diistiktiir.

Yiiksek kollektor psagi biikiilme voltaji temin
etmek icin kollektoriin omik degeri yliksek ya-
pilmalidir. Bunu yapinca en iyi redresorlerle mu-
kayese edilebilen kollektor baglantist asagi bii-
kiilme voltajlar1 elde edilebilir. .Fakat, kollektor
omik degerindeki iki smir, karakteristigin ucun-
daki yliksek akimda yiikselebilir.

ilk yerde, baska bir kollektor cogalma olay1
bazi sartlar altinda zararli olabilir. Bu ,,* nin
ikinci bilesenidir.

Cogu tasiyict hareket ettiren kollektordeki
alan, azinlik tasiyicilarin akisint arttirir ki bu
termik olardk-baglantiya dogru- kollektorde iire-
tilir. Bu alan emitdér akiminin artmasiyle artar.
Yiiksek sicakliklarda, yiiksek omik degerli ma-
teryalde bu' ek akim takdir edilebilir. Boylece
toplam kollektor akiminin emitor akimindan da-
ha biliyiik olmasina, ve normal emitor baglantisin-
da instabiliteye yol acar. Bu etki, sayet 150 °C

lik bir maksimum calisma sicakligi empoze edi-.

litse kollektor materyalinin omik degerini- sinirla-
maz fakat yiliksek sicakliklarda Onemli olabilir.
Kollektor omik degerinde daha fazla siddetli si-
nirlama su gercekten ortaya c¢ikar. Kollektor ma-
teryalinin rezistansi kollektor baglantisina seri
olarak bir i¢i rezistans gosterir. Bu yiizden sal-
ter uygulamalarinda kapama durumunda isten-
meyen bir gerilim diisimii meydana gelir.

Bu ayrica diisiik direncli materyal .Jcullanil-
masma ragmen i¢indeki glic harcamasinin sonu-
cu olarak diisik akim degerine de sebep olabilir.

(5 — Amper) Transistoru :

Rugby'de 100 W veya fazla kollektor sarfi-
yatinda olan 5 amper transistoru .gelistirilmistir.

80

Alasimli bir yapida calismak kararlastirilmis ve
boylece daha genis sahalara, daha biiyiik giicle-
re dogru ayni zamanda iyi bir frekans bolgesiyle
elastikiyet saglanmistir.

Transistor elemaninin gerek yapist sekil 3'de
gosterilmistir. Bu, kollektor baglantisini, n tipi
kollektorii, P tipi baz tabakasini ve iki dar n
tipi emitor seridini gostermektedir. Emitorler si-
rali bir sekilde biraraya baglanirlar. Iki emitorii
ayni toplam uzunlukta tek bir taneden yapmak-
tansa iki emitori yukaridaki sekilde yapmak da-
hi» iyidir.

A Neottaic b e rbart
kotlekor govctess

mobbdf d-'sk
Sekil : 3

Transistor elemani asagidaki gibi yapilir :

a) —Bir n tipi ince tabaka bindirilir ve asit-
le (veya baska bir yolla) istenilen buyukliige ge-
tirilir.

Maksimum 1s1 transferi ve minimum seri kol-

lektor rezistanst icin bu miimkiin oldugu kadar
ince olmalidir.

b) Biitiin ylizey 1000°C de bir oksijen aki,
minda bilinen kalinlikta bir oksid tabakasiyla
oksitlenir. .

c) Sonra emitorlerin teskil edilmesi istenen
kistmlardan oksid kaldirilir. (Sekil 4'e bak).

R " ™
" I\_“"\_ "\
SN Y ._"\‘
T 5 ) ‘\_. -
o Oksif tobole b
Silikon iaboka Oksidiia. Oksit kism?
olarak kaldiriimis
Sekil: 4

d) P-Tipi eleman olan galliyum-bazi1 tabaka-
sint meydana getirmek i¢in-buhar durumunda so-
kulur. Galliyum, okside . isler ve ince tabakanin

_biitiin yilizeyinde bir P tipi tabaka meydana geti-

Fir. e.,ce> o0 o 0 et e e N T e e
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OLCME VE KAYIT iSLERINI AYNI

ANDA YAPABILECEK

KAPASITE OLUP MUREKKEPSIiZz
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Teknik Ozellikleri, ., - ¥T

oA

Sirat 20-240 mm/m » r- g
DCVolt 600V- 12 mVv }
ACVolt 600V - 68 VO4 M
DCAmper6 A — 0,6 mMA A . 5
AC > 6 A- 02mAm .
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e) n Upl (eleman) olan fosfor;- ernltiirier]
meydana getirmek Icin sokulur,- fakat bu, okflld.
tabakasina Isleyemez. Bu vasitayla cmltiirlerin
trgekkiiliinii Cpeeted anlatilan prensiplerle lgili
olurk k ESI Un, m ak miimkiindiir (Soku 5).

Dlfiizyoii Islenil Tosfor gaillyumdan daim yiik-
selt bir keiiiantreyonda Igieyecek sekilde kout-
rol edilir: Bu (Sekil fi) da gosterilmektedir. Dolu
cizgiler islemi? eleman dagilimim, noktali cizgi-
ler kristalin yapisinda orijinal olarak butunun
dtmiir (elemam) ve dolu renkli c¢izgi meydana
gelen net eleman dagdimirii gosterir,

| ..

o 3 | —— F (Mot olama=]
| 3
|
921
i
\ Moo aigmen
1 oryina’ chnmels

yotlar1 azinlik tastyicilarinin omrind, siddetli ala-
rak azaltir.

f) Oksld tabakasi kaldiriliir ve balimmm bir
ortii yluizeye kaplanir-

lay Bir tepe meydana getirmek icin ince ta-
baka alatkmir. Eu, alalimli tabakalarin Istenme-
yen Kkjalinlarini kaldim: ve kullektor bagintisini
tarif eder. Bu Islemler sekil 7'de giis.tcrilmis.lir. -

Sy Wik tdos s

UKUU-y/UU~  #+%><e*
Siskil: T

34

h) Eleman bir molibden diake atinla lehim-
lenir ve buz ve eniltiir sahalarina altin teller va-
sitnslylc kontaMor yapilir. Bu. komple bir trans-
sistiiriin kesitim giisteren Sekil 8'de gbriiimeltlii-
dir,

<VI .-« vVI,-
L TS -
e Feigy )
i _ NSSA T
[ p—— LA
| E-,‘" } |
) ™ A LR L:a. ”i‘
S \ B e e e S W
L |
. -

| |
Paz i 1 i | o Ij.

1) Siin olarak tinite kafaya lehimlenir altin
teller « harici ucglara eklenir ve iinite muhafaza
icine kamd u r-

Glrls giiciinilin bas rezistansinda bancandi™1 ve
maksimum gili¢ kazanci icin bunun mumkiin ol-
.dugu kadar kiiciik olmas1 Icabettlgl gosterilmis-
tir Uaz rezistansima bir kisitm cmitdr ve kollek-
cor arasindaki baz tabakasinda, bulunur. Ve ciid-
ttirlin yani ve baz kontag: anisinda. ayrilir, ikin-
ci bllcgen emitiiriin bir inc'in birkac blndcblrine
baz kontak tellerini yariejjtlrv.rek miimkiin oldu-
gu kadar kiiciik tutulur. Emitiir serlileri 0,020
Incil genbjiiglrKicdlr.

KnmiEterlstlkler 1

SehJl p bazi kollcktoi- karakteristikleri gos-
termektedir. Bunlar bas akiminin ¢esitli degerle-
ri Igin kolleklilr-emitdr voltaji ile kollekldr akimi
arasmidnlil- egrilerdir, Vllkspk akim ucunda ka-
rakturistiklei'Jn blraraya tupkuimaair bu boélgede
akim kazancinin diigjuealni gosterir. Bu egriler
ayn1 zamanda Ittillektor* doyma rezistansinin var-
ilimi ve bu cizginin altindaki biilgedt calinmanin
imkansiz oldugunu da giistnrir. Eu yiizden haren-
nun giicii belirtir. K firak ter isligin yliksek voltaj
ucunda cig etkilerinin Onemli oldugu gériilebilir.
Bu o6zel transistordu baz acik devresi ngagi bikii-
liis voltaji Ipti V. olninsina ragmen bu etkiler JD3
Volt'un altinda bir yunui.gaklik. meydana getirir-
ler. ;Irtibat va bakir diigme arasindaltl termik
rezistans yaklasik ohirnk 0.8 C"/W. tir. Dig c£-
rl 120 W- yerindedir ve diigme sieaklifii takriben
55°C olursa miisaade edilebilir. Maksimum sarfi-
yat1 gOsterir Unite tipik bir angutma levpaaina
tutturultiugindia, (6 in, squara of 10 a. w. g.)
alimlinyinn (e£ri 11 kumda firinlanmig Isvha-
50'C'tlk bir cevrede yaklasik olarak 33 W, luk
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bir sarfiyat mimkiindiir. (Sekil 9). A sinifi ¢ali-
sirken ylikte takriben 12 W, lik giic elde edilir.
U Himf] aartlnri altinda ayni levhada lift-6(1 IV-
vorlr, DIfer Iki egrl 50*C'lik ¢evrede (8'In= (Equ-
orel'JIl1 levhada. ki ijartl&n gosterir. Takriben
tr, w. lik bir sarfiyat verir (cgri 21.

Normal eniltur d. a, kasanemin orta kazanch
Mr ilnllc Icin kolluktur akimiyla deglslml ifikD
10'da gorilmektedir. Bu, S amrierlik maksimum
degerde kazancinin takriben 3 db asagi oldugunu
gosterir.
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Srofril 10

Deri bir transfer karakteristigi ifekll ilde
gosterilmistir, Baz cmltur voltajinin bir fonksiyo-
nu olarak kolluklar akininim bu e&ri*l transis-
toru dii“iik empedunsli bir kEiynakla Irenlerken
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beklenen bir Uneer'llk fikri verir. BEtslanp-ictrikl
00 mmn: kadar olan yiikselme harfe 1-5 amper
arasinda efirlnln be m ip n hemen lineer oldugu go-
rilebilir.
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bir baz genisligine siihip otduklan gosterilmistir.
Ve bu teorik olarak UOSu Mc/ati Bolgesinde
yiiksek bir alfa kesim rrakansini ifade eder. Pra-
tikte bust rezlatanai koltektdr kanoslUnsi £1bl di-
ger faktorler bu rakami 10 Mc/a'yc diisiirmek
icin birlestirmektedirler.

Uygulama :

Yiiksek frekans bolgesi, yllkfick gii¢ ¢iki Al bu
transistor terin genis bir eahadn uygulan can klan
filerini uyandirir. Alcak rreknnlnrda yiiksek du-
ynritk (Hlgh Fldelltyl aes £iic ainplller] icin uy-
gundurlar ve aynca pervo HiHLemlerdo de A sini-
fi amplHer olarak genlg bir uygulama bulacak-
lardir. Daha Yiiksek frekanslarda miimkiin olon
bir uy £1 ilanin indiikslycn 1sitmalidir. B KI m fi
fnjflpul imfilh iki trooslstiir 100 ivalt yeya duba
daim fazla giic verir. Objarin frekans bole.e<Unde
lusa yiikselme limanlart gosterir, Soylekl : Dun-
lar yiiksek huslarin istendigi yerlerde faydali ag-
ma-k;ip«<ina (Swlteli) temin “derler, Kusa yitk-
seJme zamanlan isteyen daha Heri uygulamalar
darbe sekillendirici cdvreler ve d. &d, a kouver-
lIGorlerldir.

A Ka gelen dlger uygulamalar Ise voltaj ve
akim atablllidr devreleri ve aynca yilkuek cevre:
steakitklarindalilleraUr- iimt£in: 11O'Cllk bir
cevre sicakliginda kuvvetli bir.sogutma olmaksi-
zin llplk bir levha, ticrlcde takriben 15 W. tik
bir knlli-ktor sarfiyatina erisgilebilir, Boyle y.v-
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reiera; ucaklarda cok rasUciurj ki boylece trsa-
slsttirler uygulama. yeri bulmaktadirlar,

Geleeok e”llinieler:

& veya 10 sene evvel bir giic transfstord kol-
tiktordc 1 w mertebesinde! bir pile, sarfiyatina
sahipti Fakat teknigin ve ycul metodlunn gelis-
mesiyle tiu glic. bUytik derecede arttirilmistir. tic-
II"me devam c¢imektedir, Vi glmdl 50 hatta 100
tunjerlik translstiirlcr yapilmaktadir, Eaag sof-
ilik gimly bir sabanin Herinde unlform emitor
ve kliKektor baglant1 (nrtiicten1) karakteristikleri
elde etmektedir, Eu silikonda yiiksek Jmuteli bir

yapiya ve difuzyon Isleminde yiiksek bir kontrol
derecesine Ihtiyag var demektir.

Son bir kag yd icinde transistorlerin frekans
biilgesl liLzii bir -0 ki ide arim.g ve bugiin I0UG
Me/s germanyum iiniteleri deneysel olarak ya-
pilmig fakat kollekttir kayiplart uW'a sinir! an-
m Ky Lir,

Genel olarak frekans degerini arttirmaktan
vazgegllniclidir. FnkuL hisli Ueri&me vo gelisme
devam etmekte ve bundun bir ka¢ Heie evvel
miimkiin e-tmam disiiniilmeyen glie; ve rrekona
blrleylmi bugiin basarilmakLadir,
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I UYELERIMIZIN DIKKATINE;
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Tiirkiye BUImpel ve Teknik Arattirma Kurumu, Tiirkiye'deki arastirma potaii-

0o ylyellni ortaya koyacak bir envater calinmast yapmaktadir. Bu maksatla Odamiz
. metuniplunndan arastirina faaliyeti ile mesgul olanlarin [Himlerlnln eu kina samamla
I «uruma bidli'JlmesInl istemektedir.

I Kurumun Arastirma, ile kasdettlgl caliyjma yekti hakkinda daha "fasla bilgi ko-
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3. Yonetim kurulumuz cesitli komisyonlarda caligmak igin tiyelerimizin
|- ilgilerini ve muracaatlarint beklemektedir, Devamli komisyonlarimla sun- |
lardir : Yayin, Sosyal mesleki mevzuat Bunlar dtginda kurulacak komis- |
£. yanlan onceden bilmege genellikle imkan olamamaktadir. J
Bt1 sebeple, lUyelerimiz bu miiracaatlarinda calismak istedikleri konu- %
vu bildirmelidirler. X
Yonetim Kurulu |
Herererkier ki reinr L» . < *: < erq. e*erfiio- jior ertesertie e e skie: eer pie K oentereterd ioja.: - [fie JHEK K tejreejerter LY. ete |
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yatilma yerinizi yaziyla veya telefonla Odaya blldlrmeniKi rica ederiz.

rumdan veya Odamizdan (emin «ditebilir, Eger boyle bir calismaniz varsa. Isim ya



